Proprietati optice ale compozitului Ga,03-Ga,S;
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Compusul Ga,S; apartine la clasa materialelor semiconductoare cu defecte structurale proprii. In reteaua
cristalind vacantele reprezinta 1/3 din nodurile cationice. Acest material se cerceteaza intens ultimii ani datorita
latimii benzii interzise (Eq = 3,2 eV), fotosensibilitatii in regiunea UV, fotoluminescentei in regiunea violet-
albastru a spectrului, proprietatii de adsorbtie a oxigenului. Ga,S; se considera ca material de perspectiva in
domeniul opticii neliniare si a electronicii cuantice [1-5]. Ga,S; poseda proprietati principial noi in nanoparticulele
si nanofire [6-7]. Ga,0; fiind un semiconductor cu conductibilitate electrica de tip n Si transmitanta optica in
regiunea UV-VIS superioard celei a oxidului ITO, poate servi ca electrod transparent optic in dispozitivele
optoelectronice. In [6] prin TT al nanofirelor de Ga,O; in atmosfera de H,S s-a obtinut un material compozit
(Gay05-Ga,S;) cu fotoluminescenta intensd in regiunea albastru-violet a spectrului. FL acestuia depinde de
temperatura. In intervalul de temperaturi 670-870K intensitatea FL este in creStere odatd cu temperatura.

in lucrare se studiazi spectrele de absorbtie si fotoluminescenta cristalelor de Ga,S; si a compozitului Ga,0s-
Ga,S; obtinut prin TT al monocristalelor de Ga,S; in atmosfera normala. Marginea benzii de absorbtie a cristalelor
de Ga,S; este formata din trei sectoare in care au loc tranzitii optice directe cu latimea benzii interzise egald cu
3,020 eV, 3,178 eV si 3,312 eV la 300K, si 3,196 eV, 3,302 eV si 3,422 ¢V la 80K. Latimea benzii interzise a
stratului de Ga,0; de pe suprafata monocristalului Ga,S; din masurari ale reflexiei difuze a fost aproximata ca fiind
egald cu 4,47 eV.

Banda de FL a cristalelor de Ga,S; a fost descompusa in patru subbenzi de tip Gauss cu maxime la 1,516 eV,
1,578 eV, 1,735 eV si 1,900 eV. Energia de activare termicd a FL din regiunea maximului de intensitate,
determinatd din masurari ale stingerii termice a FL, este egald cu 47 meV pentru cristalele de Ga,S;. Spectrul de FL
al compozitului Ga,S; — oxid propriu contine douad benzi: una in regiunea roSu, iar alta in regiunea albastru-UV a
spectrului. Banda rosie are structura complexa Si se descompune bine in trei curbe de tip Gauss, cu maxime la
1,575 eV, 1,815 eV si 1,979 eV. Banda de FL din regiunea albastru — UV este compusa din doud subbenzi cu
maxime la 2,980 eV si 3,200 eV. Banda rosie se interpreteaza ca emisie radiativa a stratului de Ga,S; de la interfata
oxid — semiconductor, iar banda albastru — UV se identifica ca emisie radiativa in cristalele de oxid Ga,O5 din
compozitul Ga,05-Ga,Ss.
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